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D tamp = 25°C
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Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor germanowy warstwowy n-p-u,

w obudowie metalowej

Zastosowanie: wzmacniacze posredniej czestotliwosci

Typy podobne: GF100 (RFT)

Rys. 1-1302. 155NU70
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Wartosci charakterystyczne!’
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155NU70

Wartosci graniczne

UCB max 15 ] v
UCBM max 15 \
UEB max 8 Vv
UEBM max 12 v
= dp g 5 ' mA
—IEM max 10 mA
- 5 mA
ICM max 10 mA
Ptat max 83 mw
Rih j-amax 0,6 | °C/mW
j max 75 i@
tambmin —40 | °C
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Rys. 1-1304. Charakterystyki wyjSciowe
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Rys. 1-1303. Zalezno$¢ napiecia kolektora

od rezystancji bazy
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Rys. 1-1305. Zalezno$¢ dopuszczalaej mocy

strat od temperatury otoczenia




